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(54)【発明の名称】 高速度で電力分配可能な構造を有するエレクトロルミネッセントパネル

(57)【要約】
【課題】  高速度で電力が分配可能な構造を有するエレ
クトロルミネッセントパネルを提供する。
【解決手段】  本発明のエレクトロルミネッセントパネ
ルは、透明電極とルミネッセント積層体とバイアス電極
とを有し、これらがこの順に重ねられたエレクトロルミ
ネッセントパネルであって、バイアス電極が、ルミネッ
セント積層体上に重ねられたバイアス層と、バイアス層
の上に実質的に分配されて部分的にバイアス層を露出す
る開口レイアウトを形成するように、バイアス層の上に
所定のパターンで部分的に重ねられた絶縁層と、分配層
とを有し、分配層が、絶縁層の開口レイアウトによりバ
イアス層と電気的かつ少なくとも部分的に結合するコン
タクト部と、コンタクト部と電気的結合し絶縁層上に広
がり、これにより電力を受け取り、コンタクト部に伝送
する伝送部とを有することを特徴とする。上記構造によ
ってパネル中で均一な輝度が得られる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  透明電極とルミネッセント積層体とバイ
アス電極とを有し、これらがこの順に重ねられたエレク
トロルミネッセントパネルであって、前記バイアス電極
が、
前記ルミネッセント積層体上に重ねられたバイアス層
と、
前記バイアス層の上に実質的に分配されて部分的に前記
バイアス層を露出する開口レイアウトを形成するよう
に、前記バイアス層の上に所定のパターンで部分的に重
ねられた絶縁層と、
分配層とを有し、前記分配層が、
前記絶縁層の開口レイアウトにより前記バイアス層と電
気的かつ少なくとも部分的に結合するコンタクト部と、
前記コンタクト部と電気的結合し前記絶縁層上に広が
り、これにより電力を受け取り、前記コンタクト部に伝
送する伝送部とを有するエレクトロルミネッセントパネ
ル。
【請求項２】  前記コンタクト部が前記絶縁層から突き
出る上部端を有し、前記伝送部が、
前記電力を受け取る受け取りパッドと、
前記コンタクト部の上部端に接触するブランチと、
前記受け取りパッドおよび前記ブランチを接続するバス
バーとを有する請求項１に記載のエレクトロルミネッセ
ントパネル。
【請求項３】  前記バイアス層がカーボングルーから形
成された請求項１に記載のエレクトロルミネッセントパ
ネル。
【請求項４】  前記バイアス層がシルバーグルーから形
成された請求項１に記載のエレクトロルミネッセントパ
ネル。
【請求項５】  前記分配層がシルバーグルーから形成さ
れた請求項１に記載のエレクトロルミネッセントパネ
ル。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明はエレクトロルミネッ
セントパネルに関し、より詳細には高速度で電力分配可
能な構造を有する、特に大面積パネルのエレクトロルミ
ネッセントディスプレイパネルに関する。
【０００２】
【従来の技術】コンパクトな寸法、低電力消費、および
長い持続期間などのメリットによって、エレクトロルミ
ネッセント（ＥＬ）素子は徐々に、アラームライトまた
はインジケーターなどの特に小さいディスプレイ面積の
ための照明手段の役割を果たすバルブに置きかえられて
いる。
【０００３】ルミネッセント層の２つの側面に設けられ
た２つの電極（すなわちグラウンド電極として働く透明
電極と背面電極として働くバイアス電極）に電源が与え
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られた場合に、ＥＬ素子は光る。ＥＬ素子の発光強度
は、透明電極とバイアス電極との間の電位に比例する。
さらに、電源はふつう２つの電極の周辺領域に設けられ
た２つのターミナルに与えられ、この２つの電極は順
に、その電極自体を介して電源を電極全体に伝送する。
しかしながら、ターミナルと遠心端との間に設けられた
バイアス電極の部分で生じるキャパシタンス効果のため
に、ターミナルから電極全体、特にターミナルから遠く
離れた遠心端に電源を伝送する間に、遠心端における２
つの電極間の電位は低下する。結果として、等電位ベー
スで遠心端は弱く照明するかまたは照明せず、これによ
り、全ＥＬパネルにおける輝度が均一でなくなる。この
ような事態は特に大面積ＥＬディスプレイパネルにおい
て重大である。
【０００４】さらに、バイアス電極はふつうカーボング
ルーまたはシルバーグルーによって形成されている。カ
ーボングルーは比較的高い安定性（すなわち、高温およ
び高湿度耐久性を有するが導電性が低い）を有してい
る。これに対してシルバーグルーは高い導電性を有する
が安定性は低い。それゆえに従来技術において、バイア
ス層を形成するためにカーボングルー層を使用し、同時
に、カーボングルー層（すなわちバイアス層）の導電性
を高めるために分配層として働くようにカーボングルー
層に部分的に重ねられたシルバーグルー層を追加するこ
とが示唆されている。しかしながら、電源の遠心端への
伝送においてキャパシタンス効果が依然として生じ、こ
れによりＥＬパネルの輝度が依然として均一でなくな
る。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】米国特許第５,８８３,
４６５号には、輝度の不均一性を克服するための構造が
提案されており、これは２セットの個別のルミネッセン
ト積層体を有するパネルを提供することと、パネルのそ
れぞれ左側面と右側面のような異なる側面から電源を与
えることとに特徴を有する。２つのルミネッセント積層
体の間の輝度の相互補償によって、パネル上においてよ
り均一な輝度を得ることが意図されている。しかしなが
らこのような設計は複雑でその他の不利益をひき起こ
し、さらにその処理は煩わしい。
【０００６】本発明は、パネル中で均一な輝度を有する
エレクトロルミネッセントパネルを提供することを目的
とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】上記の目的を達成するた
めに、本発明によるエレクトロルミネッセントパネル
は、透明電極とルミネッセント積層体とバイアス電極と
を有し、これらがこの順に重ねられたエレクトロルミネ
ッセントパネルであって、前記バイアス電極が、前記ル
ミネッセント積層体上に重ねられたバイアス層と、前記
バイアス層の上に実質的に分配されて部分的に前記バイ
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3
アス層を露出する開口レイアウトを形成するように、前
記バイアス層の上に所定のパターンで部分的に重ねられ
た絶縁層と、分配層とを有し、前記分配層が、前記絶縁
層の開口レイアウトにより前記バイアス層と電気的かつ
少なくとも部分的に結合するコンタクト部と、前記コン
タクト部と電気的結合し前記絶縁層上に広がり、これに
より電力（ｅｌｅｃｔｒｉｃｐｏｗｅｒ）を受け取り、
前記コンタクト部に伝送する伝送部とを有することを特
徴とする。
【０００８】上記構造によって、分配層の伝送部は絶縁
層の介在によりバイアス層に直接接触しないので、伝送
部とバイアス層との間で電力を減少させるキャパシタン
ス効果が起こらない。すなわち絶縁層は、伝送部の電力
が伝送部と絶縁層とが達する領域およびコンタクト部を
介してバイアス層に達する領域までを速く通過するのに
適したスーパーハイウェイのようなものある。従ってパ
ネル中の分配層の各コンタクト部が実質的に同電位であ
るので、ルミネッセント積層体は実質的に同電位を有す
るバイアス層によりバイアスされる。従ってパネル中に
わたって均一な輝度が与えられる。
【０００９】本発明の利点と特徴は、以下の詳細な説明
と添付の図面とにより当業者によって容易に理解され得
る。
【００１０】
【発明の実施の形態】添付の図面を参照しながら、本発
明の好ましい実施形態を以下に説明する。
【００１１】図１は、本発明の第１実施形態による薄膜
エレクトロルミネッセント（ＥＬ）パネルのバイアス電
極の側面からの概略平面図を示す。図２は、図１のＡ－
Ａ線の拡大断面図（ただしスケールは比例していない）
である。図２に示されるように、本発明によるＥＬパネ
ルは透明電極２と、ルミネッセント積層体３と、背面電
極として働くバイアス電極４とを有する。透明電極２
は、透明基板層２１と、グラウンド層として働く透明電
極層２２と、前面補助層２３とを有する。ルミネッセン
ト積層体３はエレクトロルミネッセント層３１と誘電体
層３２とを有する。バイアス電極４はバイアス層４１と
分配層４２と絶縁層４３とを有する。
【００１２】透明基板２１は、好ましくは透明膜（ＰＥ
Ｔ）またはガラス基板から形成される。透明電極層２２
は、好ましくはＩＴＯ（インジウム錫酸化物）膜または
ＩＺＯ（インジウム亜鉛酸化物）膜から形成される。前
面補助層２３は任意の導電性材料から形成され得る。エ
レクトロルミネッセント層３１はＺｎＳ、ＭｎおよびＣ
ｕのような任意の適当な無機蛍光材料またはエレクトロ
ルミネッセント材料から形成され得る。誘電体層はＢａ
ＴｉＯ
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のような任意の適当な誘電材料から形成可能で

ある。ルミネッセント積層体３はまた、有機分子または
有機高分子のような有機エレクトロルミネッセント材料
から形成可能である。バイアス層４１は、カーボングル
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ー、シリバーグルー、カーボングルーとシリバーグルー
との混合物、または任意のその他の適当な材料からなる
導電性フィルムから形成可能である。分配層４２は、バ
イアス層４１よりも高いかまたは等しい導電性を有する
導電材料から形成される。この場合、バイアス層４１は
カーボングルーから形成され、分配層４２はシルバーグ
ルーから形成される。絶縁層４３は、絶縁インクまたは
酸化ケイ素のような任意の膜から形成可能である。また
上記全ての層は、選択される材料を考慮して印刷または
スパッタリングにより形成可能である。
【００１３】バイアス電極４のバイアス層４１と分配層
４２と絶縁層４３との配列は本発明の特徴であり、以下
に詳細に説明する。図１および図２に示されるように、
バイアス層４１は実質的にルミネッセント積層体３全体
の上に重ねられる。絶縁層４３は、間隔をあけて３つの
縦の開口部（不図示）からなる開口レイアウトを除くほ
とんどバイアス層４１全体に重ねられる（すなわち部分
的にバイアス層４１の上に所定のパターンで重ねられ、
少なくとも１つの開口部を有して形成される）。分配層
４２は、電力を受けとり受け取った電力を実質的に全パ
ネル上に分配するための伝送部４２１と、直接バイアス
層４１に接触し、かつ、分配された電力をそれに供給す
るコンタクト部４２２とを有する。コンタクト部４２２
は３つのコンタクト部４２２ａ～４２２ｃからなる。コ
ンタクト部４２２ａ～４２２ｃのそれぞれは絶縁層４３
の開口レイアウトにより、バイアス層４１と電気的に接
続し、かつ、バイアス層４１と少なくとも部分的に接続
し、絶縁層４１から突き出る上部端を有する。伝送部４
２１は、ＥＬパネルの周辺かつ絶縁層４３の上に配置さ
れた、電力を受け取るための受け取りパッド４２０と、
それぞれが絶縁層４３上に広がってコンタクト部４２２
ａ～４２２ｃの上部端と接触する複数のブランチ４２１
ａ～４２１ｃと、受け取りパッド４２０およびブランチ
４２１ａ～４２１ｃを接続するための絶縁層４３上に広
がるバスバー（参照番号を付していない）とを有する。
ブランチ４２１ａ～４２１ｃのそれぞれは、コンタクト
部４２２ａ、４２２ｂまたは４２２ｃと実質的に等しい
幅を有する。
【００１４】上記構造によると、受け取りパッド４２０
はバイアス層４１と直接接触しないので、実質的に損失
を伴わずに伝送部４２１に電力を送達することができ
る。絶縁層４３によりバイアス層４１から伝送部４２１
が分離されていることにより、コンタクト部４２２ａ～
４２２ｃと受け取り部４２０との間の電位降下は実質的
に見過ごされる。従って実質的に同電位が全てのブラン
チ４２１ａ～４２１ｃの全ポイント上に分配され、（順
に実質的に同電位を受け取りパッド４２０から離れた位
置にあるバイアス層４１に供給する）各コンタクト部４
２２ａ、４２２ｂまたは４２２ｃによって受け取られ
る。結果として全パネルは実質的に同じ輝度で照明す
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【００１５】図３は、本発明の第２実施形態による薄膜
ＥＬパネルのバイアス電極の側面からの概略平面図を示
す。図４は、図３のＢ－Ｂ線の断面図を示す。本実施形
態に開示される構造は、配置を除いて第１実施形態と実
質的に同じである。
【００１６】図３および図４に示されるように、第２実
施形態のＥＬパネルもまた透明電極２’とルミネッセン
ト積層体３’とバイアス電極４’とを有する。透明電極
２’は透明基板２１’と透明電極層２２’と前面補助層
２３’とを有する。ルミネッセント積層体３’はエレク
トロルミネッセント層３１’と誘電体層３２’とを有す
る。バイアス電極４’は、バイアス層４１’と分配層４
２’と絶縁層４３’とを有する。分配層４２’は伝送部
４２１’とコンタクト部４２２’とを有する。
【００１７】上記層の関係は、第１実施形態と実質的に
同じである。しかしながら、バイアス層４１’を覆わな
い絶縁層４３’中の開口レイアウト（参照番号を付して
いない）は、格子パターンである。コンタクト部４２
２’もまた絶縁層４３’中の開口レイアウトに対応する
格子パターンであり、コンタクト部４２２’は絶縁層４
１’の開口レイアウトによってバイアス層４１’と電気
的に接続し、かつ、バイアス層４１’と少なくとも部分
的に接続し、絶縁層４３’から突き出る上部端を有す
る。伝送部４２１’は、絶縁層４３’上に広がる受け取
りパッド４２１ａ’と、その周辺に沿って絶縁層４３’
上に広がるバスバー４２１ｂ’と、コンタクト部４２
２’の端部に沿って絶縁層４３’上に広がり、かつそれ
らと一体化された（すなわちコンタクト部４２２’の上
部端と接触する）複数のブランチ４２１ｃ’とを有す
る。
【００１８】第２実施形態によっても第１実施形態と同
じ効果が得られ、第２実施形態は特に大矩形サイズのＥ
Ｌパネルに適する。
【００１９】図５は、本発明の第３実施形態による薄膜
ＥＬパネルのバイアス電極の側面からの概略平面図を示
す。図６のＣ－Ｃ線の断面図を示す。本実施形態に開示
される構造は、配置を除いて第１実施形態と実質的に同
じである。
【００２０】図５および図６に示されるように、第３実
施形態のＥＬパネルもまた透明電極２”とルミネッセン
ト積層体３”とバイアス電極４”とを有する。透明電極
２”は透明基板２１”と透明電極層２２”と前面補助層
２３”とを有する。ルミネッセント積層体３”はエレク
トロルミネッセント層３１”と誘電体層３２”とを有す
る。バイアス電極４”は、バイアス層４１”と分配層４
２”と絶縁層４３”とを有する。分配層４２”は、絶縁*
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*層４３”上に広がる伝送部４２１”と、バイアス層４
１”上に直接広がるコンタクト部４２２”とを有する。
【００２１】上記層の関係は、第１実施形態と実質的に
同じである。しかしながら、絶縁層４３”内に形成され
た開口部（参照番号を付していない）が１つだけあり、
これによりコンタクト部４２２”は、バイアス層４１”
上に直接広がる１つだけのコンタクト部によって形成さ
れる。伝送部４２１”は、電力を受け取る受け取りパッ
ド４２１ａ”と、コンタクト部４２２”の端部を囲み、
それと一体化されたブランチ４２１ｃ”とを有する。
【００２２】上記構造によって第１実施形態と同じ効果
が得られ、第３実施形態は特に矩形型のＥＬパネルに適
する。
【００２３】以上説明された本発明の実施形態より、本
発明は様々な方法によって変更され得ることが明らかに
なるであろう。このような変更が、本発明の精神と範囲
とから逸脱するとはみなされないし、当業者に明らかで
あるあらゆる改変が特許請求の範囲に記載する範囲に含
まれることが意図されている。
【００２４】
【発明の効果】上述したように本発明によると、高速度
で電力が分配可能な構造を有するエレクトロルミネッセ
ントパネルを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】  本発明の第１実施形態による薄膜ＥＬパネル
のバイアス電極の側面からの概略平面図である。
【図２】  図１のＡ－Ａ線の断面図である。
【図３】  本発明の第２実施形態による薄膜ＥＬパネル
のバイアス電極の側面からの概略平面図である。
【図４】  図３のＢ－Ｂ線の断面図である。
【図５】  本発明の第３実施形態による薄膜ＥＬパネル
のバイアス電極の側面からの概略平面図である。
【図６】  図５のＣ－Ｃ線の断面図である。
【符号の説明】
２  透明電極
３  ルミネッセント積層体
４  バイアス電極
２１  透明基板層
２２  透明電極層
２３  前面補助層
３１  エレクトロルミネッセント層
３２  誘電体層
４１  バイアス層
４２  分配層
４３  絶縁層
４２１  伝送部
４２２  コンタクト部
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